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有机EL显示装置

(57)摘要

本发明涉及有机EL显示装置。本发明的课题

为即使在将ITO层截断配置的情况下，也能够防

止该截断部分上方的有机EL膜的上部电极和下

部电极的短路。本发明为有机EL显示装置，具有：

ITO层，所述ITO层被截断配置于形成有像素开口

的区域；电容绝缘膜，所述电容绝缘膜被配置于

所述ITO层上；下部电极，所述下部电极被配置于

所述电容绝缘膜上；有机层，所述有机层被配置

于所述下部电极上；上部电极，所述上部电极被

配置于所述有机层上；和平坦化构件，所述平坦

化构件以使得所述下部电极的层差部分的倾斜

变得缓和的方式而配置。
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1.有机EL显示装置，其特征在于，具有：

ITO层，所述ITO层被截断配置而具有截断部分，所述截断部分位于形成有像素开口的

区域；

电容绝缘膜，所述电容绝缘膜被配置于所述ITO层上；

下部电极，所述下部电极被配置于所述电容绝缘膜上，并且所述下部电极因所述ITO层

的所述截断部分而形成有层差部分；

有机层，所述有机层被配置于所述下部电极上；

上部电极，所述上部电极被配置于所述有机层上；和

平坦化构件，所述平坦化构件以使得在所述ITO层的所述截断部分的上方形成的所述

下部电极的所述层差部分的倾斜变得缓和的方式而配置。

2.如权利要求1所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述平坦化构件是由丙烯酸树脂

形成的。

3.如权利要求1所述的有机EL显示装置，其特征在于，

所述ITO层被所述电容绝缘膜截断，

所述层差部分位于所述ITO层的所述截断部分上方。

4.如权利要求1所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述被截断的ITO层中的第一ITO

层利用所述下部电极和所述电容绝缘膜形成保持电容。

5.如权利要求1所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述被截断的ITO层中的第二ITO

层连接于所述下部电极。

6.有机EL显示装置，其特征在于，具有：

ITO层，所述ITO层被截断配置而具有截断部分，所述截断部分位于形成有像素开口的

区域；

电容绝缘膜，所述电容绝缘膜被配置于所述ITO层上；

下部电极，所述下部电极被配置于所述电容绝缘膜上，并且所述下部电极因所述ITO层

的所述截断部分而形成有层差部分；

有机层，所述有机层被配置于所述下部电极上；

上部电极，所述上部电极被配置于所述有机层上；和

平坦化构件，所述平坦化构件被配置于在所述ITO层的所述截断部分的上方形成的所

述下部电极的所述层差部分的端部。

7.如权利要求6所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述层差部分中，所述下部电极

与所述有机层直接接触。
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有机EL显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及有机EL显示装置。

背景技术

[0002] 有机EL显示装置中，有时利用分割各像素间的凸肋而形成有像素开口。具体而言，

例如在上述那样的有机EL显示装置中具有图8及图9所示的构成。需要说明的是，图8表示像

素开口周边的截面的一例，图9表示图8的俯视图。此外，图8表示图9的XIII‑XIII截面的一

例。

[0003] 如图8及图9所示，在形成有TFT等的阵列基板801上以规定的间隔分开配置有布线

802。在形成有该布线802的阵列基板801上形成有平坦化膜803。在该布线802上的平坦化膜

803中形成的开口部901上形成有ITO层804。该ITO层804以从布线802延伸至超过像素开口

902下部的方式形成。

[0004] 图8左侧的形成有布线802的区域，在平坦化膜803中形成有开口部901，在该开口

部901上，从阵列基板801侧开始按顺序主要层合有ITO层804、电容绝缘膜805、下部电极

806、凸肋807、上部电极809、封固膜810。此外，ITO层804和下部电极806经由电容绝缘膜805

的开口部901而电连接。在图9右侧的形成有布线802的区域，从阵列基板801侧开始按顺序

主要层合有布线802、平坦化膜803、电容绝缘膜805、凸肋807、上部电极809、封固膜810。

[0005] 在形成有像素开口902的区域，从阵列基板801侧开始按顺序主要层合有平坦化膜

803、ITO层804、电容绝缘膜805、有机EL膜808的下部电极806、有机EL膜808、有机EL膜808的

上部电极809、封固膜810。需要说明的是，图9中的903表示像素的边界。

发明内容

[0006] 发明要解决的课题

[0007] 其中，如图10所示，为了有效地灵活运用形成于上述像素开口902下部的ITO层

804，考虑了将图8中示出的ITO层804截断，利用该截断的ITO层111、电容绝缘膜805和下部

电极806形成像素电路的保持电容。然而，如图11所示，若将ITO层804截断，则在形成于ITO

层111的截断部分的上方的下部电极806中产生层差部分112，该层差部分112中，上部电极

809和下部电极806有时短路。

[0008] 因此，本发明的目的在于实现下述的有机EL显示装置：即使在如上所述地将ITO层

截断配置的情况下，也能够防止该截断部分上方的有机EL膜的上部电极和下部电极的短

路。

[0009] 用于解决课题的手段

[0010] (1)本发明的有机EL显示装置特征在于，具有：ITO层，所述ITO层被截断配置于形

成有像素开口的区域；电容绝缘膜，所述电容绝缘膜被配置于所述ITO层上；下部电极，所述

下部电极被配置于所述电容绝缘膜上；有机层，所述有机层被配置于所述下部电极上；上部

电极，所述上部电极被配置于所述有机层上；和平坦化构件，所述平坦化构件以使得所述下
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部电极的层差部分的倾斜变得缓和的方式而配置。

[0011] (2)如上述(1)所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述平坦化构件是由丙烯酸

树脂形成的。

[0012] (3)如上述(1)或(2)所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述ITO层被所述电容

绝缘膜截断，所述层差部分位于所述ITO层的截断部分上方。

[0013] (4)如上述(1)至(3)中任一项所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述被截断的

ITO层中的第一ITO层利用所述下部电极和所述电容绝缘膜形成保持电容。

[0014] (5)如上述(1)至(4)中任一项所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述被截断的

ITO层中的第二ITO层连接于所述下部电极。

[0015] (6)本发明的有机EL显示装置特征在于，具有：ITO层，所述ITO层被截断配置于形

成有像素开口的区域；电容绝缘膜，所述电容绝缘膜被配置于所述ITO层上；下部电极，所述

下部电极被配置于所述电容绝缘膜上；有机层，所述有机层被配置于所述下部电极上；上部

电极，所述上部电极被配置于所述有机层上；和平坦化构件，所述平坦化构件被配置于所述

下部电极的层差部分的端部。

[0016] (7)如上述(6)所述的有机EL显示装置，其特征在于，所述层差部分中，所述下部电

极与所述有机层直接接触。

附图说明

[0017] [图1]为表示本发明的实施方式涉及的有机EL显示装置的示意图。

[0018] [图2]为用于对图1中示出的有机EL显示装置的电路构成的概要进行说明的图。

[0019] [图3A]为表示图1中示出的有机EL显示装置的像素电路的一例的图。

[0020] [图3B]为表示图1中示出的有机EL显示装置的像素电路的另一例的图。

[0021] [图4]为表示本实施方式的有机EL显示装置的像素周边的平面构成的一例。

[0022] [图5]为表示图4的V‑V截面的一例的图。

[0023] [图6]为将图5中示出的ITO层的截断部分上方的截面的一部分扩大而成的图。

[0024] [图7]为用于对本实施方式的变形例进行说明的图。

[0025] [图8]为表示作为本发明的比较例的有机EL显示装置的像素开口周边的截面的一

例的图。

[0026] [图9]表示图8的平面图的一例。

[0027] [图10]为用于说明本发明的课题的图。

[0028] [图11]为用于说明本发明的课题的图。

[0029] 附图标记说明

[0030] 1有机EL显示装置，2上部框架，3下部框架，10有机EL面板，11显示区域，12数据驱

动电路，13栅极驱动电路，14栅极线，15数据线，16电位布线，17第一电位供给布线，18第二

电位供给布线，100基板，401平坦化膜开口部，402像素开口，403ITO层，404电容绝缘膜开口

部，501阵列基板，502布线，503平坦化膜，504第一ITO层，505第二ITO层，506、701电容绝缘

膜，507下部电极，508有机EL膜，509凸肋，510上部电极，511封固膜，601层差部分。
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具体实施方式

[0031] 以下，一边参考附图，一边对本发明的实施方式进行说明。需要说明的是，关于附

图，对于同样的或同等的要件标注同样的符号，并省略重复说明。

[0032] 图1为表示本发明的实施方式涉及的有机EL显示装置的示意图。有机EL显示装置1

由上部框架2、下部框架3和有机EL面板10构成，所述有机EL面板10以被上部框架2和下部框

架3夹持的方式而被固定。需要说明的是，图1中示出的示意图是一个例子，本实施方式并不

限定于此。

[0033] 图2为用于对图1中示出的有机EL显示装置的电路构成的概要进行说明的图。有机

EL面板10通过数据驱动电路12及栅极驱动电路13来控制形成于基板100上的显示区域11中

的各像素，并显示图像。此处，例如数据驱动电路12为生成并发送传送至各像素的数据信号

的IC(集成电路，Integrated  Circuit)，栅极驱动电路13为向像素中具有的TFT生成并发送

栅极信号的IC。需要说明的是，虽然图2中记载了数据驱动电路12及栅极驱动电路13形成于

2个位置的方案，但数据驱动电路12及栅极驱动电路13也可组合至一个IC中。

[0034] 传送来自栅极驱动电路13的信号的栅极线14连接于后述的开关晶体管的栅电极。

此外，传送来自数据驱动电路12的信号的数据线15连接于开关晶体管的源漏电极。电位布

线16被施加用于使有机发光二极管发光的基准电位，连接于驱动晶体管的源漏电极。第一

电位供给布线17及第二电位供给布线18连接于电位供给源，经由晶体管连接于电位布线

16。需要说明的是，图2中示出的电路构成是一个例子，本实施方式并不限定于此。

[0035] 图3A为表示图1中示出的有机EL显示装置的像素电路的一例的图。此处，该像素电

路例如相当于由图2的栅极线14及数据线15划分的区域。以及需要说明的是，图3A中，Gate

相当于栅极线14，Vsig相当于数据线15。此外，第一电位供给布线17或第二电位供给布线18

的电位经由电位布线16而供给至PVDD或PVSS。

[0036] 如图3A所示，本实施方式中，像素电路例如具有开关晶体管(Switch  TFT)、驱动晶

体管(Drive  TFT)、储存电容(Cs)、有机发光二极管(OLED)。

[0037] 栅极线14连接于开关晶体管的栅电极，数据线15连接于源电极或漏电极的其中一

者。开关晶体管的源电极或漏电极的另一者连接于驱动晶体管的栅极，PVDD被供给至驱动

晶体管的源电极或漏电极的其中一者，源电极或漏电极的另一者经由储存电容连接于开关

晶体管的另一者。有机发光二极管连接于驱动晶体管的源电极或漏电极的另一者及PVSS。

此外，与储存电容并联地形成有后述的保持电容(Cs’)。

[0038] 接下来，对本实施方式的像素电路的动作的概要进行说明。若从栅极驱动电路13

对栅极线14施加信号，则开关晶体管为导通(on)状态。因此，若从数据驱动电路12对数据线

15施加信号，则电荷被储存于储存电容及保持电容，对驱动晶体管的栅电极施加电压，驱动

晶体管为导通状态。此处，即使开关晶体管为截止(off)状态，通过储存于储存电容及保持

电容的电荷，驱动晶体管也在一定期间为导通状态。由于有机发光二极管的阳极通过驱动

晶体管的源漏电极之间而连接于电位布线16，有机发光二极管的阴极为基准电位PVSS，因

此，根据驱动晶体管的栅极电压，电流流入至有机发光二极管40，有机发光二极管发光。

[0039] 此处，本发明的方式的像素电路例如可以如图3B所示地进行构成。需要说明的是，

在下述中，对于与图3A同样的方面省略说明。与图3A不同，在图3B中的像素电路中，在有机

发光二极管的阳极和DC线之间形成保持电容(Cad)。DC线例如为PVSS、地线(GND)。该情况
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下，保持电容发挥使被写入储存电容的电压稳定的效果，有助于有机发光二极管的稳定动

作。具体而言，通过以附加电容的静电电容大于储存电容的静电电容的方式，可发挥该效

果。需要说明的是，图3A及图3B中示出的电路构成为一个例子，本实施方式并不限定于此。

[0040] 图4为表示本实施方式的有机EL显示装置的像素周边的平面构成的一例。此外，图

5为表示图4的V‑V截面的一例的图。需要说明的是，图5中为图示的简化，因此对于图6中示

出的平坦化构件602省略图示。

[0041] 如图4及图5所示，在阵列基板501上以规定的间隔配置有布线502。在形成有布线

502的阵列基板501上形成有平坦化膜503。

[0042] 平坦化膜503中，在布线502上设置有平坦化膜开口部401，该平坦化膜开口部401

上配置有ITO层403。此处，该ITO层403在像素开口402的大致中央部被截断而配置。需要说

明的是，下述中，将该被截断而成的一侧(图的左侧)的ITO层403称作第一ITO层504，将另一

侧(图的右侧)的ITO层403称作第二ITO层505。并且，在该ITO层403上配置有电容绝缘膜

506，在该电容绝缘膜506上配置有有机EL膜(有机膜)508的下部电极507。该电容绝缘膜506

中配置有电容绝缘膜开口部404，经由该电容绝缘膜开口部404与第一ITO层504连接。此外，

第二ITO层505与下部电极507和电容绝缘膜506共同形成上述保持电容。

[0043] 在像素开口402的两侧形成有凸肋(堤，bank)509，该凸肋509的开口部相当于像素

开口402。在形成有像素开口402的区域，以覆盖下部电极507及凸肋509的一部分的方式形

成有机EL膜508，以覆盖该有机EL膜508的方式形成上部电极510。此外，以覆盖该上部电极

510的方式形成封固膜511。需要说明的是，关于封固膜511的上层的构成，由于与通常的有

机EL显示装置相同，因此省略说明。

[0044] 图6为将图5中示出的ITO层的截断部分上方的截面的一部分扩大而成的图。如图6

所示，以使得该层差部分601的倾斜变得缓和的方式，在下部电极507的层差部分601上(例

如，在层差部分的端部)配置平坦化构件602。此处，该平坦化构件602例如由丙烯酸等的聚

合物树脂形成。具体而言，在下部电极507上滴加液状的平坦化构件602，通过表面张力，液

状的平坦化构件602在层差部分601处凝聚。然后，使液状的平坦化构件602进行紫外线固

化，由此在层差部分601处选择性地形成平坦化构件602。接下来，在形成有该平坦化构件

602的下部电极507上按顺序配置有机EL膜508及上部电极510。由此，能够改善层差部分601

中的有机EL膜508对下部电极507的覆盖能力，能够抑制层差部分601中的上部电极510与下

部电极507之间的短路。

[0045] 本发明并不限定于上述实施方式，也可以用实际上与上述实施方式中示出的构成

相同的构成、发挥同样的作用效果的构成或者能够达成相同的目的的构成进行替换。例如，

可以为按下述的方式进行构成：如图7所示，将形成于截断配置的ITO层403上的电容绝缘膜

701形成为有机平坦化膜或有机平坦化膜与无机膜的层合结构，并在配置于ITO层403的截

断部分上方的下部电极507处不产生层差部分601。需要说明的是，图7中，关于下部电极507

的上层的构成与通常的有机EL显示装置是相同的，因此省略图示。
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